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7UL46L&70����9 6LOLFRQ &DUELGH 3RZHU 026)(7 *� （ N Channel Enhancement ）

)HDWXUHV
 High speed switching
 Very low switching losses
 High blocking voltage with low on-resistance
 Temperature independent turn-off switching losses
 Halogen free, RoHS compliant

%HQHILWV
 Cooling effort reduction
 Efficiency improvement
 Reduced cooling requirements
 Increased power density
 Increased system switching frequency

$SSOLFDWLRQV
 EV motor drive
 PV string inverters
 Solar power optimizer
 Switch mode power supplies

7DEOH � .H\ SHUIRUPDQFH DQG SDFNDJH SDUDPHWHUV

7\SH 9'6

,'6

(TC= 25℃,

Rth (j-c),max)

5'6�RQ�� W\S

(VGS = 18V, ID = 106A,

TJ= 25℃)

7-�PD[ 0DUNLQJ 3DFNDJH

S3M008120HK 1200V 218A 8.4mΩ 175℃ S3M008120HK TO-247-4L

6�0������+.



6�0������+.

Datasheet 清纯半导体（宁波）有限公司 V01_03

http://www.sichainsemi.com 2026.02.26Page 2 of 14

����9 6L& 3RZHU 026)(7
7DEOH RI FRQWHQWV

7DEOH RI FRQWHQWV

)HDWXUHV ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

%HQHILWV ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$SSOLFDWLRQV �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7DEOH RI FRQWHQWV ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�、0D[LPXP UDWLQJV ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�、7KHUPDO FKDUDFWHULVWLFV ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�、(OHFWULFDO FKDUDFWHULVWLFV ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� 6WDWLF FKDUDFWHULVWLFV ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� '\QDPLF FKDUDFWHULVWLFV �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� 6ZLWFKLQJ FKDUDFWHULVWLFV ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�、(OHFWULFDO FKDUDFWHULVWLF GLDJUDPV �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�、3DFNDJH GUDZLQJ � 72������/�$ � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�、7HVW FRQGLWLRQV ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5HYLVLRQ KLVWRU\ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$WWHQWLRQ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
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����9 6L& 3RZHU 026)(7

�、(OHFWULFDO FKDUDFWHULVWLFV

��� 6WDWLF FKDUDFWHULVWLFV

7DEOH � 6WDWLF FKDUDFWHULVWLFV (Tc = 25°C unless otherwise specified)

6\PERO 3DUDPHWHU 0LQ� 7\S� 0D[� 8QLW 7HVW &RQGLWLRQV 1RWH

V(BR)DSS Drain-source breakdown voltage 1200 - - V VGS = 0V, ID = 100μA

VGS(th) Gate threshold voltage
2.3 2.8 3.6 V VDS = VGS, ID = 30mA

Fig.11
- 2.0 - V

VDS= VGS, ID= 30mA,
TJ= 175°C

IDSS Zero gate voltage d
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Figure 13. 3rd quadrant characteristic at TJ = -55 ºC Figure 14. 3rd quadrant characteristic at TJ = 25 ºC

Figure 15. 3rd quadrant characteristic at TJ = 175 ºC Figure 16. Output capacitor stored energy

Figure 17. Capacitances vs. drain-source voltage (0 - 200V) Figure 18. Capacitances vs. drain-source voltage (0 - 1200V)
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Figure 25. Clamped inductive switching energy vs. RG (ext) Figure 26. Clamped inductive switching energy vs. temperature

Figure 27. Switching times vs. RG (ext)
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